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1. はじめに 

Ga2O3（酸化ガリウム）は、次世代パワーデ

バイスの材料として注目されている。同じ Ga

系の GaN（窒化ガリウム）はドライエッチン

グによる表面へのダメージが問題となってい

ます。そこで本研究では、Ga 系化合物半導体

である Sn（スズ）ドープの単結晶 β-Ga2O3に対

して複数のエッチング条件を変更しながら

ICP-RIE（誘導結合型プラズマ反応性イオンエ

ッチング）を行い、表面粗さを評価した。 

2. 実験方法 

Snドープの単結晶 β-Ga2O3を 5 %HClのHPM

（塩酸過酸化水素混合液）で 5 min 洗浄した。

次に Cl2ガスおよび BCl3ガスを用いて、ドライ

エッチングを行った。エッチング条件はバイア

ス電力を 0 Wから 50 W、プロセス圧力を 1 Pa

から 4 Pa 、ICP 電力を 100 Wから 300 Wまで

変化させてエッチングを行った。エッチング後、

SPM（走査型プローブ顕微鏡）でチップの表面

粗さを測定し比較した。 

3. 結果と考察 

Cl2ガスおよびBCl3ガスを用いてプロセス圧

力を変化させながらエッチングを行い、表面粗

さを SPMで測定した結果を Fig.1に示す。Fig.1

より、どちらのガスもプロセス圧力を変化させ

てもエッチング前より表面は滑らかになった。

プロセス圧力を変化させると平均自由行程が

変わり、ターゲットへのダメージ量も変化する。

しかし Ga2O3 の表面形態は変化しないことか

ら、プロセス圧力は影響を及ぼしにくいパラメ

ーターであるといえる。次に ICP 電力を変化さ

せながらエッチングを行い、表面粗さを SPM

で測定した結果を Fig.2 に示す。Fig.2より、ICP

電力を高くすると BCl3 ガスでは表面粗さに差

があらわれないのに対し、Cl2 ガスでは表面粗

さが上昇することがわかる。詳細な検討につい

ては当日報告する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1 Relationship between process pressure and 

surface roughness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Relationship between ICP power and 

surface roughness 
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